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我々は、193nm の深紫外の波長領域で高い空間コヒ

ーレンスを持つ新しい ArF エキシマレーザの開発を行っ

ている。このレーザは高出力でかつ干渉性が高いため、

干渉露光を用いることで百数十 nm の微細パターンを容

易に作製できる。本報告では、開発したレーザの空間コヒ

ーレンス評価を行うため、二光束干渉で露光したレジスト

サンプルを観察し、ピッチ百数十 nm のラインアンドスペ

ースパターンが作製できることを確認した。 

１．概要（Summary） 

 

 利用した主な装置 
２．実験（Experimental） 

ドラフトチャンバー(右)、 短波長レーザ顕微鏡、イオ

ンコーター、FE-SEM 
 

 実験方法 
 ギガフォトンで露光、PEB(Post exposure bake)を行っ

たサンプルを持ち込み、現像を行った。次に、レーザ顕微

鏡を使い露光像の観察を行った。最後に、露光したレジ

ストサンプルをイオンコーターで前処理を行い、FE-SEM
で作製した微細パターンを観察した。 

 

二光束干渉露光では 40°の入射角度で試験を行った。

FE-SEM で観察した結果を Fig.1 に示す。40°の条件

で 150nm 周期のラインアンドスペースパターンができて

いることを確認した。試験条件から見積もられるパターン

の周期はそれぞれ 151nm のため、ほぼ理論通りの結果

であった。この結果から、開発した ArF エキシマレーザは

干渉露光を行うために必要な高い空間コヒーレンスを持

つことを確認することができた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

 本研究は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総

合開発機構による「高コヒーレンスハイブリッドＡｒＦレーザ

システムの開発」の一部として実施しました。 

４．その他・特記事項（Others） 

 

無し。 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 

(1) 岡崎信次、”二光束干渉装置および 2 光束干渉露

光システム”、特開 2013－145863 

６．関連特許（Patent） 

 

Fig.1 SEM image of 151nm-pitch line and space 
pattern 


